1. Sistema magnetinio lauko generavimui ir palaikymui su apversto lauko konfigūracija (angl. field reversed configuration – FRC), apimanti 
sulaikymo kamerą (100),
pirmąją ir antrąją diametrialiai priešingas FRC formavimo sekcijas (200) sujungtas su sulaikymo kameromis (100),
pirmąjį ir antrąjį kreipiklį (300) sujungtus su pirmąja ir antrąja formavimo sekcijomis (200), 

vieną arba daugiau iš daugybės plazmos šautuvų (350), vieną arba daugiau poslinkio elektrodų bei pirmąjį ir antrąjį veidrodinį kištukus (440), kur daugybė plazmos šautuvų (350) apima pirmąjį ir antrąjį ašinius plazmos šautuvus (350) operatyviai sujungtus su pirmuoju ir antruoju nukreipikliais (300), pirmąja ir antrąja formavimo sekcijomis (200) ir sulaikymo kamera (100), kur vienas arba daugiau poslinkio elektrodų yra vienoje arba daugiau sulaikymo kamerų (100), pirmojoje ir antrojoje formavimo sekcijose (200), bei pirmajame ir antrajame nukreipikliuose (300), ir kur pirmasis ir antrasis veidrodiniai kištukai (440) yra tarp pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200), pirmojo ir antrojo nukreipiklių (300),
geterio sistema (800) sujungta su sulaikymo kamera (100) ir pirmuoju bei antruoju nukreipikliais (300),
daugybė neutralių atomo pluošto purkštukų (600, 615) sujungtų su sulaikymo kamera (100) greta sulaikymo kameros vidurio plokštumos ir magnetinė sistema (410) apimanti daugybę kvazi nuolatinės srovės ričių (432, 434, 436 ir 444) išdėstytų apie sulaikymo kambarį (100), pirmąją ir antrąją formavimo sekcijas (200), ir pirmąjį bei antrąjį kreipiklius (300), pirmąjį ir antrąjį kvazi nuolatinės srovės veidrodinių ričių rinkinius (432, 434, 436 ir 444) esančius tarp sulaikymo kameros (100) ir pirmosios bei antrosios formavimo sekcijų (200),
b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad
daugybė neutralių atomo pluošto purškiklių (600, 615) orientuoti įpurkšti neutralius atomo pluoštus link vidurio plokštumos kampu intervale 15°-25° mažiau nei normaliu palei sulaikymo kameros išilginę ašį, 
kur sistema sukonfigūruota taip, kad
sistemai formuojant FRC apie plazmą sulaikymo kameroje, FRC plazma palaikoma tam tikru atstumu nuo sulaikymo kameros sienos ir esant pastoviai vertei arba apytikrei jos vertei be skilimo kol sparčiųjų neutralių atomų pluoštai purškiami į FRC plazmą iš daugybės neutralių pluošto purškiklių kampu, esančiu intervale 15°-25° mažiau nei normaliu sulaikymo kameros išilginės ašies atžvilgiu ir link sulaikymo kameros vidurio plokštumos.

2. Sistema pagal 1 punktą, dar apimanti dvi arba daugiau balno formos rites (460) sujungtas su sulaikymo kamera (100).

3. Sistema pagal 1-2 punktus, apimanti jonų granulių purškiklį (700) sujungtą su sulaikymo kamera (100).

4. Sistema pagal 1 punktą, kur kiekviena formavimo sekcija (200) apima moduliuotas formavimo sistemas FRC generavimui ir jos perdavimui link sulaikymo kameros (100) vidurio plokštumos.

5. Sistema pagal 4 punktą, kur daugybė plazmos šautuvų (350) apima pirmąjį ir antrąjį ašinius plazmos šautuvus, operatyviai sujungtus su pirmuoju ir antruoju nukreipikliais (300), pirmąja ir antrąja formavimo sekcijomis (200) ir sulaikymo kameromis (100) ir kur pirmasis ir antrasis veidrodiniai kištukai (440) yra tarp pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200), ir pirmojo bei antrojo nukreipiklių (300), vieno arba daugiau poslinkio elektrodai, skirti sugeneruoto FRC elektriniam atvirojo srauto paviršiaus paslinkimui (455), kai vienas arba daugiau poslinkio elektrodų išdėstyti vienoje arba daugiau sulaikymo kamerų (100), pirmojoje ir antrojoje formavimo sekcijose (200), ir pirmojo bei antrojo nukreipiklių (300), ir kur sistema dar apima 
dvi arba daugiau balno formos (460) ričių, sujungtų su sulaikymo kamera (100) ir 
jonų granulių purkštuvu (700) sujungtu su sulaikymo kamera (100).

6. Sistema pagal 1, 4 ir 5 punktus, dar apimanti trečiąjį ir ketvirtąjį veidrodinių ričių rinkinius tarp kiekvienos pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200) ir pirmojo bei antrojo nukreipiklių (300).

7. Sistema pagal 6 punktą, dar apimanti veidrodinių kištukų ričių rinkinį apvyniotą apie priveržimo kanalą (442) koridoriuje tarp kiekvienos iš pirmosios ir antrosios formavimo sekcijų (200) ir pirmojo bei antrojo nukreipiklio (300).

8. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur pirmoji ir antroji formavimo sekcijos (200) apima pailgą kvarco vamzdį (210) su kvarco pamušalu.

9. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur formavimo sistemos yra pulsuojančios sistemos formavimo sistemos.

10. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur formavimo sistemos apima daugybė galios ir valdymo blokų (220), sujungtų su atskirais daugybės diržų komplektų (230) elementais, kad tiektų energiją daugelio diržų komplektų (230), apvyniotų aplink pirmosios ir antrosios sekcijų (200) pailgą vamzdį (210), atskirų diržų ričių rinkiniui.

11. Sistema pagal 10 punktą, kur atskiri galios ir valdymo įrenginiai (220) iš daugybės apima trigerį (222) ir valdymo sistemą.

12. Sistema pagal 11 punktą, kur trigeris (222) ir atskirų galios ir valdymo įrenginių (220) iš daugybės valdymo sistemos yra sinchronizuojamos, kad įgalintų statinio FRC formavimąsi, kur formuojamas FRC, o po to formuojamas įpurškiamas arba dinaminis FRC, kur FRC formuojamas ir išvedamas tuo pačiu metu.

13. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur daugybė neutralių atomų pluošto purkštukų (600) apima vieną arba kelis RF plazmos šaltinio neutralių atomų pluošto purkštukus (600) ir vieną arba daugiau lanko formos šaltinio neutralių atomų pluošto purkštukus (600).

14. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kurioje daugybė neutralių atomų pluošto purkštuvų (600) yra nukreipti su įpurškimo kelio liestine į FRC, su tiksline gaudymo zona FRC separatrisoje (451).

15. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur geterio sistema (800) apima vieną arba daugiau iš titano nusodinimo sistemos (810) ir ličio nusodinimo sistemos (820), dengiančią atskyrimo kameros (100) bei pirmojo ir antrojo kreipiklių (300) į plazmą nukreiptus paviršius.

16. Sistema pagal 1, 4-5 ir 7 punktus, kur poslinkio elektrodai apima vieną arba daugiau iš vieno arba daugiau taškinių elektrodų, išdėstytų sulaikymo kameroje (100) kontaktui su atviro lauko linijomis palaikyti, žiedinių elektrodų rinkinį tarp sulaikymo kameros (100) ir pirmosios bei antrosios formavimo sekcijų (200), tolimiausio srauto sluoksnių azimutiškai simetriškam įkrovimui, daugybę koncentrinių sukrautų elektrodų, išdėstytų pirmame ir antrame kreipikliuose (300), kelių koncentrinių srauto sluoksnių įkrovimui, ir plazmos šautuvų (350) anodus, kad sulaikytų atvirą srautą ( 452).
